
新技術の概要

室温成膜可能な単純酸化物構造HfO2基強誘電体

用途分野

特許情報

本技術のアピールポイント

室温にて蛍石型単純酸化物HfO2基強誘電体の作製に成功、高温合成膜に対し遜
色ない特性を有する

・既存材料と遜色ない強誘電性
・Siプロセスとの整合性が良い
・従来強誘電体の1/10厚でも強誘電性が安定

・極薄強誘電体デバイス
・有機基材上デバイス
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強誘電性膜、及びその用途
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